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(57)【要約】
【課題】下地にダメージを与えず、また、電極材料のゴ
ミの再付着も防止される配線又は電極の形成方法と、こ
の配線又は電極の形成方法により配線又は電極を形成す
る電子デバイス及びその製造方法を提供する。
【解決手段】下地２上に第１のレジスト層１を形成し、
開口部５を形成し、導電材料層３を成膜する。導電材料
層３の全体を覆う第２のレジスト層４を形成し、該開口
部５以外の導電材料層３上の第２のレジスト層４を除去
することにより、該開口部５の導電材料層３を覆う保護
レジスト層４’を形成する。該保護レジスト層４’で覆
われていない導電材料層３を除去し、次いで保護レジス
ト層１，４’を除去することにより、残留した導電材料
３よりなる配線又は電極を形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下地上に第１のレジスト層を形成する工程と、
　該第１のレジスト層に溝状又は孔状の開口部を形成する工程と、
　該開口部及び第１のレジスト層上に導電材料層を成膜する導電材料成膜工程と、
　該開口部の導電材料層を覆う保護レジスト層を形成する保護レジスト層形成工程と、
　該保護レジスト層で覆われていない導電材料層を除去する工程と、
　該第１のレジスト層及び該開口部の導電材料層上の保護レジスト層を除去する工程と
によって、該開口部に残留した導電材料よりなる配線又は電極を形成することを特徴とす
る配線又は電極の形成方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記保護レジスト層形成工程は、
　前記導電材料層成膜工程で形成された導電材料層の全体を覆う第２のレジスト層形成工
程と、
　該開口部以外の導電材料層上の第２のレジスト層を除去する工程と
を有することを特徴とする配線又は電極の形成方法。
【請求項３】
　請求項１において、前記保護レジスト層形成工程は、前記開口部の導電材料層の上にパ
ターン印刷により保護レジストを印刷する工程を有することを特徴とする配線又は電極の
形成方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項において、前記保護レジスト形成工程において、前記
開口部の導電材料層のみを覆うように前記保護レジスト層を形成することを特徴とする配
線又は電極の形成方法。
【請求項５】
　請求項１ないし３のいずれか１項において、前記保護レジスト形成工程において、前記
開口部の導電材料層と、該開口部に沿う第１のレジスト層上の導電材料層とを覆うように
前記保護レジスト層を形成することを特徴とする配線又は電極の形成方法。
【請求項６】
　配線又は電極を形成する工程を有する電子デバイスの製造方法において、該配線又は電
極を請求項１ないし５のいずれか１項に記載の配線又は電極の形成方法によって形成する
ことを特徴とする電子デバイスの製造方法。
【請求項７】
　配線又は電極を有する電子デバイスにおいて、該配線又は電極は請求項１ないし５のい
ずれか１項に記載の配線又は電極の形成方法によって形成されたものであることを特徴と
する電子デバイス。
【請求項８】
　請求項７において、電界効果トランジスタであることを特徴とする電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線又は電極の形成方法と、この配線又は電極の形成方法により配線又は電
極を形成した電子デバイス及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電界効果トランジスタなどの電子デバイスは、蒸着法、ＰＶＤ（物理蒸着法）、
ＣＶＤ（化学蒸着法）などの高真空下での素子作製プロセスを経て製造されているが、高
価な製造設備を必要とすると共に、製造工程での消費エネルギーが多い。
【０００３】
　これに対し、塗布法により半導体層を形成する塗布プロセスは、大面積の電子デバイス
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であっても比較的簡易な設備によって製造することができると共に、製造工程での消費エ
ネルギーも少ない。
【０００４】
　塗布プロセスによる電解効果トランジスタの製造方法として、特許文献１には、ビシク
ロ化合物を基板上に塗布して、半導体材料へ変換させて電界効果トランジスタを製造する
方法が記載されている。この方法では、溶解性の高いビシクロ化合物を加熱することによ
りエチレンを脱離させ、平面性の高い構造に変換することにより、アモルファスまたはア
モルファスに近い有機薄膜から、高い結晶性を有する有機半導体層を形成する。そのため
、低分子でありながら塗布プロセスにより成膜することが可能であり、高い移動度を持っ
た電界効果トランジスタを形成することができる。
【０００５】
　電界効果トランジスタの配線及び電極をエッチングプロセスで形成する場合、エッチン
グ液やエッチングガスが、半導体やゲート絶縁膜等の下地を溶解したり、化学反応を起こ
したり、エッチング液及びエッチングガスの成分が残留したりすることにより、半導体特
性が低下することがある。
【０００６】
　高精細なトランジスタアレイを製造するには、ボトムコンタクト・ボトムゲート型の構
造が最も有望である。しかしながら、ゲート絶縁膜などの有機材料が電極のエッチング液
及びエッチングガスに対して耐性が無く、特性が低下したり、ばらついたりするところか
ら、高特性のボトムコンタクト・ボトムゲート構造のトランジスタを低コストで製造する
ことが難しい。特に、安価なフレキシブルデバイスを製造する為にポリマーゲート絶縁膜
を使用した場合、エッチング液及びエッチングガスの影響が大きい。
【０００７】
　リフトオフプロセスにより配線又は電極を製造する場合、下地に対するエッチング液及
びエッチングガスによるダメージは小さいものの、不要な電極材料を剥離するときに電極
材料のゴミが大量に発生し、このゴミが基板上に再付着することにより欠陥が生じ、不良
品を発生させることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－３０４０１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記の課題に鑑みて創案されたもので、下地にダメージを与えず、また、電極
材料のゴミの再付着も防止される配線又は電極の形成方法と、この配線又は電極の形成方
法により配線又は電極を形成した電子デバイス及びその製造方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１の配線又は電極の形成方法は、下地上に第１のレジスト層を形成する工程と、
該第１のレジスト層に溝状又は孔状の開口部を形成する工程と、該開口部及び第１のレジ
スト層上に導電材料層を成膜する導電材料成膜工程と、該開口部の導電材料層を覆う保護
レジスト層を形成する保護レジスト層形成工程と、該保護レジスト層で覆われていない導
電材料層を除去する工程と、該第１のレジスト層及び該開口部の導電材料層上の保護レジ
スト層を除去する工程とによって、該開口部に残留した導電材料よりなる配線又は電極を
形成することを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項２の配線又は電極の形成方法は、請求項１において、前記保護レジスト層形成工
程は、前記導電材料層成膜工程で形成された導電材料層の全体を覆う第２のレジスト層形
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成工程と、該開口部以外の導電材料層上の第２のレジスト層を除去する工程とを有するこ
とを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項３の配線又は電極の形成方法は、請求項１において、前記保護レジスト層形成工
程は、前記開口部の導電材料層の上にパターン印刷により保護レジストを印刷する工程を
有することを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項４の配線又は電極の形成方法は、請求項１ないし３のいずれか１項において、前
記保護レジスト形成工程において、前記開口部の導電材料層のみを覆うように前記保護レ
ジスト層を形成することを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項５の配線又は電極の形成方法は、請求項１ないし３のいずれか１項において、前
記保護レジスト形成工程において、前記開口部の導電材料層と、該開口部に沿う第１のレ
ジスト層上の導電材料層とを覆うように前記保護レジスト層を形成することを特徴とする
ものである。
【００１５】
　請求項６の電子デバイスの製造方法は、配線又は電極を形成する工程を有する電子デバ
イスの製造方法において、該配線又は電極を請求項１ないし５のいずれか１項に記載の配
線又は電極の形成方法によって形成することを特徴とするものである。
【００１６】
　請求項７の電子デバイスは、配線又は電極を有する電子デバイスにおいて、該配線又は
電極は請求項１ないし５のいずれか１項に記載の配線又は電極の形成方法によって形成さ
れたものであることを特徴とするものである。
【００１７】
　請求項８の電子デバイスは、請求項７において、電界効果トランジスタであることを特
徴とするものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明においては、第１のレジスト層に形成した開口部に導電材料層を形成し、この導
電材料層を覆う保護レジスト層を形成した後、該保護レジスト層で覆われていない導電材
料層を除去し、その後、保護レジスト層を除去する。この下地上に残っている導電材料に
て配線又は電極が構成される。このように、配線又は電極を保護レジスト層で覆った状態
で不要な導電材料層を除去するので、この導電材料層除去に際して下地や配線又は電極が
ダメージを受けない。また、除去の際に発生するゴミが下地に付着することも防止され、
特性の優れた電子デバイスが製造される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】（ａ）図は本発明の一実施形態に係る配線作製プロセスを説明する断面図、（ｂ
）図は比較例を示す断面図である。
【図２】本発明の別の実施形態に係る配線作製プロセスを説明する断面図である。
【図３】本発明のさらに別の実施形態に係る配線作製プロセスを説明する断面図である。
【図４】電界効果トランジスタを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明について図面を参照してさらに詳細に説明する。但し、以下に記載する説
明は、本発明の実施形態の一例（代表例）であり、本発明はその要旨を越えない限り、こ
れらの内容に限定されるものではない。
【００２１】
　図１（ａ）は本発明の一例を示す断面図であり、下地２上に配線又は電極を形成するプ
ロセスを示している。
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【００２２】
　まず、（１）の通り、下地２上に第１のレジスト層１（未硬化層）を塗布法により形成
する。次いで、（２）の通り、第１のレジスト層１を所定パターンに露光し、現像するこ
とにより、溝状又は孔状の開口部５を形成し、開口部５において下地２を露出させる。次
に、（３）の通り、全面すなわち第１のレジスト層１上と、開口部５に露出した下地２上
とに導電材料層３を形成する。
【００２３】
　次いで、（４）の通り、この導電材料層３上の全面に第２のレジスト層４（未硬化層）
を塗布法により形成する。そして、（５）の通り、この第２のレジスト層４のうち開口部
５に重なる部分のみを露光して硬化させ、残余のレジスト層４すなわち開口部５以外の導
電材料層３上のレジスト層４を除去する。これにより、開口部５の導電材料３を覆う保護
レジスト層４’が残留する。また、開口部５以外では導電材料３が露出する。そこで、次
に、（６）の通り、開口部５以外の導電材料層３を除去する。最後に、（７）の通り、第
１のレジスト層１と保護レジスト層４’とを除去し、保護レジスト層４’の下に残留して
いた導電材料３を配線又は電極として得る。
【００２４】
　この実施の形態では、工程（３）からリフトオフプロセスにより直ちに開口部５以外の
レジスト層及びその上の導電材料層３を除去する（図１（ｂ）参照）のではなく、工程（
４）～（６）の通り、開口部５の導電材料層３を覆う保護レジスト層４’を形成した後、
それ以外の（すなわち開口部５以外の）不要な導電材料層３を除去する。従って、この不
要な導電材料層３を除去する際に大量のゴミが生じるが、このゴミが下地２には付着しな
い。また、この導電材料層３の除去に際して、レジスト層１，４’が存在するので、下地
２や、開口部５の導電材料３がエッチング液の影響を受けない。このため、本発明の形成
方法で形成された電極を用いることにより、移動度、シフト電圧、オン－オフ比などに優
れた電界効果トランジスタを得ることが可能となる。
【００２５】
　なお、図１（ｂ）は、後述の比較例１のプロセスを示すものであり、工程（１）～（３
）の後、直ちにリフトオフプロセスによって第１のレジスト層１を除去して、第１のレジ
スト層１と共にその上の不要な導電材料層（開口部５以外の導電材料層）を除去する。こ
の図１（ｂ）の方法では、リフトオフプロセスにおいて大量に発生する導電材料層３由来
のゴミが下地２に付着するおそれがある。
【００２６】
　図１（ａ）では、保護レジスト層４’が開口部５と同一幅となっているが、図２の工程
（５）のように、開口部５とそれに隣接する領域（すなわち、開口部５に沿う第１のレジ
スト層上）において第２のレジスト層４を硬化させることにより、開口部５から張り出し
た幅広の保護レジスト層４’’を形成してもよい。この保護レジスト層４’’の幅広部の
幅は、開口部５の幅の１～１０倍特に１．０１～２倍程度の幅を有することが好ましい。
【００２７】
　図２のその他の工程は図１と同一である。
【００２８】
　図１，２では、第２のレジスト層４を全面に塗布した後、開口部５部分のみを残すこと
により保護レジスト層４’，４’’を形成しているが、図３の工程（４）のように、開口
部５の導電材料層３のみを覆うようにレジストを印刷し、これを硬化させて保護レジスト
層４Ａを形成してもよい。その後は、（５）の通り不要な導電材料層３を除去した後、（
６）の通り、レジスト層１及び保護レジスト層４Ａを除去する。図３の工程（１）～（３
）は図１，２の工程（１）～（３）と同一である。図３の工程（５），（６）は、図１の
工程（６），（７）と同一である。
【００２９】
　次に、下地層、各レジスト層及び導電材料の材料等について説明する。
【００３０】
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　下地層の種類は特に限定はないが、ガラス、石英等の無機材料や、ポリイミド膜、ポリ
エステル膜、ポリエチレン膜、ポリフェニレンスルフィド膜、ポリパラキシレン膜等の絶
縁プラスチック、無機材料、金属・合金板、絶縁プラスチックを組み合わせたハイブリッ
ド基板等が使用可能である。又、導電性ｎ型シリコンウェハーのように、後述のゲート絶
縁膜と基板が一体になったものを用いても構わない。
【００３１】
　下地層は、ゲート絶縁膜であってもよい。ゲート絶縁膜の種類には特に限定は無い。ゲ
ート絶縁膜は、例えば、ポリイミド、ポリビニルフェノール、ポリビニルアルコール、ポ
リシスセスキオキサン、ポリシラザン、パーヒドロポリシラザン、エポキシ等の絶縁ポリ
マーを塗布・焼成したり、ＣＶＤやスパッターによってＳｉＯ２やＳｉＮｘ、酸化アルミ
ニウム、酸化タンタル等を成膜すること等によって形成される。ゲート電極にタンタルや
アルミニウムを用いている場合は、ＵＶ・オゾン処理や陽極酸化処理等によりゲート電極
表面に形成される酸化タンタルや酸化アルミニウムを下地層としてもよい。また、シリコ
ン基板を酸化雰囲気下で加熱することにより形成される熱酸化膜を用いてもよい。
【００３２】
　下地層は、半導体であってもよい。この半導体としては特に限定はなく、ｐ型半導体で
あってもよく、ｎ型半導体であってもよく、有機半導体材料や無機半導体材料を用いても
よい。無機半導体としては、ａ－Ｓｉ、ｐ－Ｓｉ等のシリコン半導体や、ＩＧＺＯ、Ｉｎ

２Ｏ３、ＺｎＯ等の酸化物半導体を用いることができる。また、有機半導体としては、有
機材料としては、ペンタセン等のアセン類、ベンゾチオフェン等の含複素縮合環芳香族化
合物、ポルフィリン、フタロシアニン等のアヌレン化合物が挙げられ、中でもポルフィリ
ン、フタロシアニン等のアヌレン化合物が好ましい。
【００３３】
　半導体層の形成方法としては、真空蒸着、スパッター、ＣＶＤ等の真空プロセスや、塗
布法等が例示されるが、これに限定されない。半導体層を塗布法によって形成する方法と
しては、具体的には（ａ）半導体を含む塗布液を塗布し、乾燥後半導体層とする方法、（
ｂ）半導体の前駆体を含有する塗布液を塗布し、その後半導体に変換して半導体層とする
方法などが挙げられる。　
【００３４】
　半導体の前駆体とは、変換することによって半導体特性を有するものであれば、特に限
定はなく、その変換方法も特に限定はない。具体的には、加熱もしくは光照射により逆デ
ィールス・アルダー反応を起こす熱・光変換型のビシクロ構造を有するアヌレン化合物、
アセン類（例えば、ナフタレン、アントラセン、ペンタセン等）、芳香族オリゴマー（例
えば、オリゴチオフェン、オリゴフラン等）、含複素縮合環芳香族化合物（例えば、ベン
ゾチオフェン、チエノチオフェン等）等が挙げられる。無機材料としては、光照射によっ
て開環するシクロペンタシラン、熱分解によりＩＧＺＯ等の半導体層を形成するアルコキ
シ化合物の混合物等がある。好ましくは加熱により逆ディールス・アルダー反応を起こす
熱変換型のビシクロ構造であり、中でも式（Ｉ）にあるビシクロポルフィリン類が好まし
い。
【００３５】
　半導体の前駆体は、加熱、光照射等により半導体に変換される。変換条件は、前駆体の
種類に応じて適宜選択可能である。例えば、加熱により逆ディールス・アルダー反応を起
こす熱変換型のビシクロ構造を有するポルフィリンは、下記式の様に変換するが、１５０
℃以上の加熱条件で変換され、結晶化する。
【００３６】
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【化１】

【００３７】
＜第１のレジスト層＞
　第１のレジスト層のレジストは、特に限定は無く、ポジ型及びネガ型のどちらも使用可
能である。また、２層又は３層レジストを形成することもできる。ポジ型レジストとして
は、東京応化工業社製のＯＦＰＲ－８００、ネガ型レジストとしては日本ゼオン社製のＺ
ＰＮ－１１５０等があげられる。また、２層レジスト及び３層レジストを使用する場合に
は、化薬マイクロケム社製のＰＭＧＩレジストや、ビニルピロリドンと酢酸ビニルの共重
合体等を下層のレジストとして用いることができる。成膜方法としては、スピンコート、
スリットコート、スプレーコート、ディップコート等が使用可能である。また、インクジ
ェット、シルクスクリーン印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷などにより、露光・現像な
しに開口部を有するレジストパターンを形成してもよい。
【００３８】
　本発明においては、配線の断面形状はテーパー形状であることが好ましく、例えば、感
光性を持たない下層レジスト上にフォトレジストを成膜し、露光後の現像時間を制御する
ことによって上層のフォトレジストがひさしのように張り出した形状を形成させた２層レ
ジストを使用したり、単体でオーバーハング形状を作ることができるフォトレジストを用
いたりすることで、テーパー形状の断面を形成させることが可能である。また、テーパー
形状の角度は、第１のレジスト層の形状及び、導電材料層の成膜方法および成膜条件等を
変えることにより制御することができる。
【００３９】
＜配線又は電極＞
　本発明方法により形成される配線又は電極は、配線又は電極上に成膜される層のカバレ
ッジを向上させるために、そのチャネル長方向に平行でかつ下地に対して垂直な断面にお
いて、テーパーを有し、該テーパーの前記下地に対する角度が８０°以下であることが好
ましい。ここで、「テーパー」とは、先端部が先細りになっている形状を意味し、従って
、「上記断面において配線がテーパーを有する」とは、配線又は電極の先端部が下地に接
し、配線又は電極の側面が、基板に対して傾斜状となっていることを意味する。「テーパ
ーの下地に対する角度（テーパー角）」は、図４（ａ）に示すように下地に対して垂直な
断面において、電極の先端部と、上記チャネル領域に面した電極側面の底面から高さ１０
ｎｍにおける点とを結んだ直線が、ゲート絶縁膜平面となす角度を表わす。
【００４０】
　電極としては、各種電子デバイス等の電極、例えば電界効果トランジスタのソース・ド
レイン電極等が挙げられる。
【００４１】
＜導電材料＞
　配線又は電極となる導電材料としては、例えば、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｇ、Ｍｎ、
Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ｓｅ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓ
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ｂ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｐｔ等の金属およびこれらの金属を含む合金を用いることが
できるが、これに限定されない。なお、これらの金属又は合金の積層膜を用いても良い。
カーボンを用いても良い。また、表面酸化されたものやチオール化合物等を用いて表面修
飾を行ったものを用いても良い。
【００４２】
＜第２のレジスト層＞
　第２のレジスト層のレジストに、特に限定は無い。図３の保護レジスト４Ａを形成する
ための第２のレジストは、感光性が有ってもよく、無くてもよい。感光性のレジストとし
ては、ポジ型及びネガ型のどちらも使用可能である。ポジ型レジストとしては、東京応化
工業社製のＯＦＰＲ－８００、ネガ型レジストとしては日本ゼオン社製のＺＰＮ－１１５
０等があげられる。また、第１のレジストがポジ型の場合、第２のレジストをネガ型にす
ることにより、同一のマスクによってパターニングを行うことができる。第１のレジスト
をネガ型、第２のレジストをポジ型にした場合も、同様に１枚のマスクでパターニングが
可能である。同一のマスクを使用した場合でも、第１および第２のレジスト層のベーク、
露光、現像条件や、マスクの焦点距離を制御することにより、図２の（５）の通り、第１
のレジスト層の開口部５よりも第２のレジストよりなる保護レジスト層４’’の幅を大き
くすることが可能であり、マスクアライナーのアライメント精度を補うことができる。図
２（５）の場合、開口部５に沿う部分では、保護レジスト４’’の張り出し部分によって
、開口部５に沿う第１のレジスト層１上の導電材料３が覆われてしまうが、エッチング時
間を延ばすことでこの部分の導電材料もエッチングすることができる。
【００４３】
　図３の保護レジスト４Ａを形成するためのレジストとしては、ポリスチレン、ＰＭＭＡ
のような非感光性、非架橋性ポリマーや、アクリル樹脂などに架橋剤を加えた熱架橋性の
ポリマーを使用しても良い。
【００４４】
　成膜方法としては、スピンコート、スリットコート、スプレーコート、ディップコート
等が使用可能であるが、これらに限定はされない。感光性のレジストを使用する場合、フ
ォトリソグラフィー及び現像プロセスによって、配線上にレジストが残るようにパターニ
ングを行い、図１（ａ），図２のように第１のレジスト層１上の不要な配線材料を露出さ
せることができる。
【００４５】
　フォトリソグラフィーによるパターニングを行わない場合、スピンコート、スリットコ
ート、スプレーコート、ディップコート等により全面にレジストを成膜した後に、レジス
トの現像液及び現像時間の調整により、不要な導電材料を選択的に露出させるようにして
もよい。インクジェット法、ノズルプリンティング法、シルクスクリーン法、グラビア印
刷法等の印刷法によって開口部５の導電材料３上に直接パターニングしても良い。また、
開口部５の導電材料３上に直接印刷されたレジストを光又は熱などにより架橋させたり、
加熱によってリフローしても良い。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例及び比較例について説明する。
【００４７】
［実施例１］
　図１（ａ）のプロセスによってゲート電極及びソース電極を電界効果トランジスタ用下
地基板の上に形成した。下地としては、基板とゲート電極を兼ねた導電性ｎ型シリコンウ
ェハーの表面に、ゲート絶縁膜として膜厚３００ｎｍの熱酸化シリコン膜を形成した板を
用いた。ゲート絶縁膜容量（Ｃｉ）は、誘電率を３．９と置き、１．１５×１０－４Ｆ／
ｍ２である。
【００４８】
＜工程（１）＞
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　この基板上にポリメチルグルタルイミド（ＰＭＧＩ）レジスト（化薬マイクロケム社製
ＳＦ－９を０．５μｍの厚さにスピンコートし、１８０℃、５分間加熱した。さらに、そ
の上に、ネガ型のフォトレジスト（日本ゼオン社製ＺＰＮ－１１５０）を厚さ４μｍにス
ピンコートし、９０℃、１２０秒加熱して２層構造の第１のレジスト層１（未硬化）を形
成した。
【００４９】
＜工程（２）＞
　その後、４０秒露光し、１１０℃、１２０秒加熱した。次いで、有機アルカリ現像液（
ナガセケムテックス社製ＮＰＤ－１８）によって現像し、上層のフォトレジストが、下層
のレジストよりも張り出した形状（開口部の入口側の幅が奥側よりも小さいテーパ形断面
形状）の開口部５を形成した。
【００５０】
＜工程（３）＞
　第１のレジスト層１及び開口部５の下地２上に、導電材料３として、Ｍｏを厚さ１００
ｎｍとなるようにスパッターによって成膜した。
【００５１】
＜工程（４）＞
　さらに、基板を１５０℃、５分間加熱して第１のレジスト層１を硬化させた後に、Ｍｏ
膜上にネガ型のフォトレジスト（日本ゼオン社製ＺＰＮ－１１５０）を厚さ４μｍにスピ
ンコートし、９０℃、１８０秒加熱して第２のレジスト層４を形成した。
【００５２】
＜工程（５）＞
　その後、上記第１のレジスト層を露光する時に用いたのとは、逆のパターンを有するマ
スクを用いて１２０秒露光し、１１０℃、１８０秒加熱し、有機アルカリ現像液（ナガセ
ケムテックス社製ＮＰＤ－１８）によって現像することにより、開口部５の導電材料３の
上にのみ保護レジスト層４’を形成した。
【００５３】
＜工程（６）＞
　第１のレジスト層１上の不要なＭｏを燐酸７５重量部、硝酸１０重量部、酢酸１０重量
部、水５重量部からなるエッチング液によって除去した。
【００５４】
＜工程（７）＞
　次いで、ジメチルホルムアミドに１分間浸漬し、全てのレジストを溶解させ、電界効果
トランジスタ用の電極付き基板を得た。図４（ａ）は、この電極付き基板を示す断面図で
ある。この基板は、ボトムコンタクト型電界効果トランジスタの基板であり、ゲート電極
１１上にゲート絶縁膜１２が形成され、該ゲート絶縁膜１２上にソース電極１３とドレイ
ン電極１４が形成されている。ここで、図４（ａ）のゲート電極１１及びゲート絶縁膜１
２は、図１（ａ）の下地２に相当し、図４（ａ）のソース電極１３とドレイン電極１４は
、図１（ａ）の導電材料３に相当する。
【００５５】
［実施例２］
　上記実施例１の方法によって製造した図４（ａ）の電極付き基板をヘキサメチルシラザ
ン中に３０分間浸漬してゲート絶縁膜の表面処理を行なった後、この上に前記式（Ｉ）に
示す、加熱により逆ディールス・アルダー反応を起こす熱変換型のビシクロ構造を有した
ポルフィリン誘導体（ＭはＣｕ）のクロロホルム溶液をスピンコートし、２１０℃、２０
分間の加熱により変換および結晶化させて、図４（ｂ）の通り有機半導体層１５を形成し
て電界効果トランジスタを製造した。
【００５６】
　得られた電界効果トランジスタは、１０μｍのチャネル長および５００μｍのチャネル
幅を有しており、μ＝２．４ｃｍ２／Ｖ・ｓ、Ｖｔｈ＝１．８Ｖ、オン－オフ比＝１．４
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た半導体特性と同等であり、本発明により、エッチング液による電極及び、ゲート絶縁膜
表面へのダメージを防ぐことができることが認められた。
【００５７】
［比較例１］
　工程（４）～（６）を行なかったこと以外は、実施例１と同様にして電界効果トランジ
スタ用の電極付き基板を得た。すなわち、図１（ｂ）の工程（１）～（３）を行った後第
２のレジスト層を形成せず、図１（ｂ）のように、ジメチルホルムアミドに浸漬すること
により第１のレジスト層上の不要な電極材料を剥離した後、ジメチルホルムアミドに超音
波をかけて３０分間浸漬したこと以外は実施例１と同様にして電極付き基板を製造した。
この基板上に、実施例２と同様にして有機半導体層を形成して電界効果トランジスタを得
た。得られた電界効果トランジスタは、１０μｍのチャネル長および５００μｍのチャネ
ル幅を有しており、μ＝２．１ｃｍ２／Ｖ・ｓ、Ｖｔｈ＝４．６Ｖ、オン－オフ比＝３．
０×１０６の半導体特性を有していた。
【符号の説明】
【００５８】
　１　第１のレジスト層
　２　下地
　３　導電材料
　４　第２のレジスト層
　４’，４’’，４Ａ　保護レジスト層
　５　開口部
　１１　ゲート電極
　１２　ゲート絶縁膜
　１３　ソース電極
　１４　ドレイン電極
　１５　有機半導体層
　α　テーパ角
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